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審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
 本論文では、次世代の不揮発性磁気メモリとして期待されているMRAM、特に高密度化に際して必須と
されている垂直磁化に関する研究成果を得ており、基礎的な材料物性機能の創出と解明に加えて、社会
的要請も反映したものとなっている。表面吸着については、その詳細を明らかにするには至っていないが、
成長条件と磁気特性の関係性などの現象は明確にし、結果として、従来にない巨大な垂直磁気異方性
を強磁性金属／酸化物界面において実現しており、その新規性が高く評価される。第一原理計算の結
果を参照して発現メカニズムを理解すること、XMCD による微視的な評価・解析も行っており、系統的、多
角的研究を行ったという意味でも価値が高い。なお、従来の研究では、単純かつ典型的と思われる
Fe/MgO 系においても明確な垂直磁化は得られておらず、その結果、第一原理計算による理解の妥当
性も十分に議論されていなかった。 
 さらに本論文では、得られた垂直磁気異方性を強磁性トンネル接合に応用することも行っており、このこ
とも重要な意義を有している。Fe 層が超薄膜であること、界面近傍でスピン軌道相互作用が顕著な効果
を有していることから、それらを原因として TMR が大きく減少する可能性が指摘されるが、本論文の実験
はそのことを明瞭に否定している。 
 これらの研究は、著者が垂直磁気異方性の基礎や各評価手法を熟知しているだけでなく、超薄膜とい
う作製も評価も難しい試料に対して、著者の実験技術を活用し、種々の工夫を凝らしたことによって実施
できたものと考えられる。 
 
〔最終試験結果〕 
 平成２６年１０月２日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て、合格と判定された。 
  
〔結論〕 
  上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資
格を有するものと認める。 
 
 
